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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域及び前記表示領域の外郭に位置したパッド領域を含む基板上に形成され、前記
表示領域内に形成されたゲート電極を含むゲートラインと、前記パッド領域に形成され、
前記ゲートラインの縁端に連結されたゲートパッドを含み、第１方向に延びるゲート配線
と、
　前記ゲート配線及び前記基板上に形成され、前記ゲート配線を部分的に露出するゲート
絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されたアクティブパターンと、
　前記アクティブパターンと一部重畳されながら、前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記
第１方向と直交する第２方向に延びるデータ配線と、
　前記基板の前記パッド領域に位置して前記ゲート配線と同一な層で形成されたデータパ
ッドを含み、
　前記データ配線及び前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記データ配線を部分的に露出す
る第１ビアホールと部分的に露出された前記ゲートパッドを露出する第２ビアホールを含
む有機保護膜パターンと、
　前記有機保護膜パターン上に形成され、前記データ配線上に前記第１ビアホールを通じ
て前記データ配線と連結された画素電極と、
　前記有機保護膜パターン上に形成され、前記第２ビアホールを通じて前記ゲート配線と
連結されたパッド電極を含み、
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　前記第１ビアホール部位で前記データ配線は表面部にグルーブを形成する段差部を含み
、
　　前記第２ビアホールの基底エッジで前記ゲート絶縁膜が前記有機保護膜パターンに比
べて、前記第２ビアホールの内側に突出されており、
　前記ゲートパッド及び前記データパッドは同一工程で露出されている液晶表示装置用薄
膜トランジスター基板。
【請求項２】
　前記データ配線の段差部は、前記第１ビアホールの側壁で前記有機保護膜パターンに比
べて突出されていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ
ー基板。
【請求項３】
　前記データ配線は、前記アクティブパターンの第１領域と重畳される第１電極と前記ア
クティブパターンの前記第１領域と対向される第２領域と重畳される第２電極を含み、
　前記第１ビアホールは、前記第１電極上に形成されたことを請求項１に記載の液晶表示
装置用薄膜トランジスター基板。
【請求項４】
　前記有機保護膜パターン上に前記画素電極と同一な層で形成され、前記データ配線の縁
端上へ前記有機保護膜パターンに形成された第３ビアホールと、前記データパッド上に前
記ゲート絶縁膜及び前記有機保護膜パターンにわたって形成された第４ビアホールを通じ
て前記データ配線の縁端と前記データパッドを連結させるブリッジ電極をさらに具備する
請求項１に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスター基板。
【請求項５】
　前記表示領域の前記有機保護膜パターンの表面に多数の凹凸が形成された請求項１に記
載の液晶表示装置用薄膜トランジスター基板。
【請求項６】
　前記画素電極は透明電極と反射電極の二重層で形成された請求項１に記載の液晶表示装
置用薄膜トランジスター基板。
【請求項７】
　前記パッド電極は、前記透明電極の単一層で形成された請求項６に記載の液晶表示装置
用薄膜トランジスター基板。
【請求項８】
　表示領域及び前記表示領域の外郭に位置したパッド領域を含む基板上に形成され、前記
表示領域内に形成されたゲート電極を含むゲートラインと、前記パッド領域に形成され、
前記ゲートラインの縁端に連結されたゲートパッドを含み、第１方向に延びるゲート配線
と、
　前記ゲート配線及び前記基板上に形成され、前記ゲート配線を部分的に露出するゲート
絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されたアクティブパターンと、
　前記アクティブパターンと一部重畳されながら、前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記
第１方向と直交する第２方向に延びるデータ配線と、
　前記基板の前記パッド領域に位置して、前記ゲート配線と同一な層に形成されたデータ
パッドと、
　前記データ配線及び前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記データ配線を部分的に露出す
る第１ビアホールと部分的に露出された前記ゲートパッドを露出する第２ビアホールを含
む有機保護膜パターンと、
　前記有機保護膜パターン上に形成され、前記データ配線上に前記第１ビアホールを通じ
て前記データ配線と連結された画素電極と、
　前記有機保護膜パターン上に形成され、前記第２ビアホールを通じて前記ゲート配線と
連結されたパッド電極を含み、
　前記データ配線は、前記第１ビアホール基底で前記データ配線の表面部にグルーブを形
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成する段差部を具備しており、
　前記ゲートパッド及び前記データパッドは同一工程で露出されている液晶表示装置用薄
膜トランジスター基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置用薄膜トランジスターに関するものであり、より詳細には、フォ
トマスクの数を減らすことができる液晶表示装置用薄膜トランジスターに関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　最近、情報化社会において、電子ディスプレー装置の役割はますます重要になり、各種
電子ディスプレー装置が多様な産業分野に広範囲に使用されている。
　一般的に、電子ディスプレー装置というものは多様な情報などを視覚を通じて人間に伝
達する装置をいう。即ち、電子ディスプレー装置とは各種電子機器から出力される電気的
な情報信号を人間の視覚により認識可能である光情報信号へ変換する電子装置であり、人
間と電子機器を連結する架橋的な役割を担当する装置と言える。
【０００３】
　このような電子ディスプレー装置において、光情報信号が発光現象によって表示される
場合には発光型表示（ｅｍｉｓｓｉｖｅ　ｄｉｓｐｌａｙ）装置と言われ、反射、散乱、
干渉現象などによって光変調で表示される場合には受光型表示（ｎｏｎ－ｅｍｉｓｓｉｖ
ｅ　ｄｉｓｐｌａｙ）装置と言われる。能動型表示装置とも言われる前記発光型表示装置
としては、陰極線管（ＣＲＴ）、プラズマディスプレーパネル（ＰＤＰ）、発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）及びエレクトロルミネセント（ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ：ＥＬＤ）などを挙げることができる。かつ、受動型表示装置である前記受
光型表示装置としては、液晶表示装置（ＬＣＤ又はｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ：ＥＣＤ）及び電気泳動表示装置（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ　ｉｍ
ａｇｅ　ｄｉｓｐｌａｙ：ＥＰＩＤ）などを挙げることができる。
【０００４】
　テレビやコンピュータ用モニターなどのような画像表示装置に使用される一番長い歴史
を有するディスプレー装置である陰極線管（ＣＲＴ）は表示品質及び経済性などの面で一
番高い占有率を有しているが、重量が大きい、容積が大きい及び消費電力が高いなどのよ
うな短所を多く有している。
　しかし、半導体技術の急速な進歩によって各種電子装置の固体化、低電圧化及び低電力
化と共に電子機器の小型及び軽量化に従って新しい環境に適合する電子ディスプレー装置
、即ち薄くて軽くかつ低い駆動電圧及び低い消費電力の特性を備えた平板パネル型ディス
プレー装置に対する要求が急激に増大している。
【０００５】
　現在開発された多種の平板ディスプレー装置のうちで、液晶表示装置はそれとは異なる
ディスプレー装置に比べて薄くて軽く、低い消費電力及び低い駆動電圧を備えていると同
時に、陰極線管に近い画像表示が可能であるので、多様な電子装置に広範囲に使用されて
いる。
　液晶表示装置は、電極が形成されている二枚の基板とその間に挿入されている液晶層か
ら成り、前記電極に電圧を印加して前記液晶層の液晶分子を再配列させて透過される光の
量を調節するディスプレー装置である。液晶表示装置は外部光源を利用して画像を表示す
る透過型液晶表示装置と外部光源の代わりに自然光を利用する反射型液晶表示装置で区分
可能である。かつ、前記二枚の基板には、各々電極が形成され、各電極に印加される電圧
をスイッチングするための薄膜トランジスターが二枚の基板内の一枚の基板に形成される
。
【０００６】
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　通常、液晶表示装置の薄膜トランジスターが形成される基板は、マスクを利用したフォ
トリソグラフィを通じて製造することが一般的であるが、現在は７枚のマスクを使用して
いる。
　図１は従来の反射型液晶表示装置用薄膜トランジスターの断面図である。
　図１を参照すれば、ガラス、石英又はサファイアから成った透明な基板１０上にゲート
膜として、例えばクロム（Ｃｒ）、アルミニウムｈ（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）又はモ
リブデンタングステン（ＭｏＷ）などの単一メタル膜や二重メタル膜を蒸着した後、フォ
トリソグラフィにより前記ゲート膜をパターニングして、ゲート配線を形成する（第１マ
スク）。前記ゲート配線はゲート電極１２、前記ゲート電極１２に連結されるゲートライ
ン及び外部から信号が印加されて前記ゲートラインに伝達するゲートパッド１３を含む。
【０００７】
　前記ゲート配線が形成された基板１０上にシリコン窒化物から成ったゲート絶縁膜１４
を約４５００Aの厚さで形成する。前記ゲート絶縁膜１４上に非晶質シリコンのような半
導体膜を蒸着し、これをフォトリソグラフィによりパターニングして薄膜トランジスター
のアクティブパターン１６を形成する（第２マスク）。
　前記アクティブパターン１６及びゲート絶縁膜１４上にメタル膜を蒸着した後、フォト
リソグラフィにより前記メタル膜をパターニングして、データ配線を形成する（第３マス
ク）。前記データ配線はソース電極１８、ドレーン電極１９及び画像信号を伝達するため
のデータパッド（図示せず）を含む。
【０００８】
　前記データ配線及びゲート絶縁膜１４上にシリコン窒化物から成った無機保護膜２０を
約４０００Aの厚さで形成した後、フォトリソグラフィにより前記ソース電極１８上にお
いて、ゲート配線上及びデータパッド上の前記無機保護膜２０及びゲート絶縁膜１４をド
ライエッチングする（第４マスク）。
　前記無機保護膜２０上に感光性の有機保護膜２２を約２～４μｍの厚さで塗布した後、
フォトマスクを使用して前記有機保護膜２２を露光する（第５マスク）。この時ソース電
極１８上、ゲート配線上及びデータパッド上の前記有機保護膜２２が完全（ｆｕｌｌ）露
光される。
【０００９】
　かつ、画素部の反射板を散乱構造に作るために、また別のフォトマスクを利用して前記
有機保護膜２２を再び露光する（第６マスク）。この時、前記表示領域の有機保護膜２２
は露光器の分解能程度の線幅を有する不規則なパターンにより不完全露光される。
　続いて、前記露光された有機保護膜２２を現像すると、前記表示領域の有機保護膜２２
表面に多数の凹凸が形成されると同時に、ソース電極１８を露出させる第１ビアホール及
びゲートパッド１３を露出させる第２ビアホールが形成される。かつ、図示しなかったが
、データパッドを露出させる第３ビアホールも形成される。
【００１０】
　前記ビアホールが形成された有機保護膜２２上にアルミニウム（Ａｌ）のような反射メ
タル膜を蒸着した後、これをフォトリソグラフィによりパターニングして、前記第１ビア
ホールを通じてソース電極１８と連結される画素電極２６及び前記第２ビアホールを通じ
てゲートパッド１３と連結されるゲートパッド電極２７を形成する（第７マスク）。かつ
、前記第３ビアホールを通じてデータパッドと連結されるデータパッド電極（図示せず）
も共に形成される。前記画素電極２６はゲート配線とデータ配線により囲まれた画素領域
内に形成され、反射板に提供される。
【００１１】
　上述した従来方法によると、薄膜トランジスターを製造するためにゲート配線、アクテ
ィブパターン、データ配線、無機保護膜、有機保護膜及び画素電極の総６層でフォトリソ
グラフィが必要であり、これによって総７枚のフォトマスクが要求される。
　フォトマスクの数が増すほど工程費用と工程誤謬の確率が増加して、製造原価を高める
原因になるので、工程の単純化のために無機保護膜を省略して保護膜を単一層で形成する
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方法が提案された。
【００１２】
　図２乃至図７は無機保護膜を省略した従来の他の方法による薄膜トランジスターのビア
ホール形成方法を説明するための断面図である。ここで、図２、４、及び６は表示領域の
一部分を図示し、図３、図５及び図７はパッド領域の一部分を図示する。
　図２及び図３を参照すれば、第１メタル膜から成ったゲート配線４２、無機絶縁膜から
成ったゲート絶縁膜４３及び第２メタル膜から成ったデータ配線４４が順次に形成されて
いる基板４０上に感光性物質から成った有機保護膜４５を塗布した後、フォトマスク３０
を利用して前記有機保護膜４５のビアホール領域４５ａ、４５ｂを露光する。
【００１３】
　図４及び図５を参照すれば、現像工程に前記有機保護膜４５の露光された領域を除去し
て、有機保護膜パターン４５ｃを形成する。続いて、前記有機保護膜パターン４５ｃをエ
ッチングマスクとして利用して、ドライエッチングにより前記データ配線４４を露出させ
る第１ビアホール４６を形成する。さらに、前記有機保護膜パターン４５ｃ下部のゲート
絶縁膜４３をドライエッチングしてゲート配線４２を露出させる第２ビアホール４７を形
成する。この時、前記無機絶縁膜からなるゲート絶縁膜４３が側面エッチング（ｓｉｄｅ
　ｅｔｃｈ）されて有機保護膜パターン４５ｃの下部にアンダーカット（Ａ）が発生する
。同様に、前記データ配線４４がモリブデン（Ｍｏ）やモリブデンタングステン（ＭｏＷ
）のように消耗量が多い材料で形成される場合は、前記第１ビアホール４６の縁で前記デ
ータ配線４４が側面エッチングされて有機保護膜パターン４５ｃの下部にアンダーカット
（Ａ）が発生する。これと同時に、前記第１ビアホール４６の基底でもデータ配線４４が
所定厚さほどエッチングされる（Ｂ）。
【００１４】
　図６及び図７を参照すれば、前記第１及び第２ビアホール４６、４７が形成された有機
保護膜パターン４５ｃ上にアルミニウム（Ａｌ）のような反射メタル膜を蒸着した後、こ
れをフォトリソグラフィによりパターニングする。そうすると、前記第１ビアホール４６
を通じてデータ配線４４と連結される画素電極４８及び第２ビアホール４７を通じてゲー
ト配線４２と連結されるパッド電極４９が形成される。
【００１５】
　この時、前記有機保護膜パターン４５ｃの下部に形成されているアンダーカットによっ
て、前記反射メタル膜の段差塗布性が不良になることにより、第１及び第２ビアホール４
６、４７の基底で反射メタル膜が短絡される問題が発生する。従って、このようなアンダ
ーカット問題を解決しなければ、保護膜を有機絶縁膜の単一層に使用することができない
ので、フォトマスク数を減らすことができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　従って、本発明の目的は、保護膜を単一層で形成してフォトマスクの数を減らすことが
できる液晶表示装置用薄膜トランジスターを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明１は、
　表示領域及び前記表示領域の外郭に位置したパッド領域を含む基板上に形成され、前記
表示領域内に形成されたゲート電極を含むゲートラインと、前記パッド領域に形成され、
前記ゲートラインの縁端に連結されたゲートパッドを含み、第１方向に延びるゲート配線
と、
　前記ゲート配線及び前記基板上に形成され、前記ゲート配線を部分的に露出するゲート
絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されたアクティブパターンと、
　前記アクティブパターンと一部重畳されながら、前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記
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第１方向と直交する第２方向に延びるデータ配線と、
　前記基板の前記パッド領域に位置して前記ゲート配線と同一な層で形成されたデータパ
ッドを含み、
　前記データ配線及び前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記データ配線を部分的に露出す
る第１ビアホールと部分的に露出された前記ゲートパッドを露出する第２ビアホールを含
む有機保護膜パターンと、
　前記有機保護膜パターン上に形成され、前記データ配線上に前記第１ビアホールを通じ
て前記データ配線と連結された画素電極と、
　前記有機保護膜パターン上に形成され、前記第２ビアホールを通じて前記ゲート配線と
連結されたパッド電極を含み、
　前記第１ビアホール部位で前記データ配線は表面部にグルーブを形成する段差部を含み
、
　　前記第２ビアホールの基底エッジで前記ゲート絶縁膜が前記有機保護膜パターンに比
べて、前記第２ビアホールの内側に突出されており、
　前記ゲートパッド及び前記データパッドは同一工程で露出されている液晶表示装置用薄
膜トランジスター基板を提供する。
【００１８】
　本発明２は、発明１において、前記データ配線の段差部は、前記第１ビアホールの側壁
で前記有機保護膜パターンに比べて突出されている液晶表示装置用薄膜トランジスター基
板を提供する。
【００１９】
　本発明３は、発明１において、前記データ配線は、前記アクティブパターンの第１領域
と重畳される第１電極と前記アクティブパターンの前記第１領域と対向される第２領域と
重畳される第２電極を含み、前記第１ビアホールは、前記第１電極上に形成された液晶表
示装置用薄膜トランジスター基板を提供する。
【００２０】
　本発明４は、発明１において、前記有機保護膜パターン上に前記画素電極と同一な層で
形成され、前記データ配線の縁端上へ前記有機保護膜パターンに形成された第３ビアホー
ルと、前記データパッド上に前記ゲート絶縁膜及び前記有機保護膜パターンにわたって形
成された第４ビアホールを通じて前記データ配線の縁端と前記データパッドを連結させる
ブリッジ電極をさらに具備する液晶表示装置用薄膜トランジスター基板を提供する。
【００２１】
　本発明５は、発明１において、前記表示領域の前記有機保護膜パターンの表面に多数の
凹凸が形成された請求項１に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスター基板を提供する。
　本発明６は、発明１において、前記画素電極は透明電極と反射電極の二重層で形成され
た液晶表示装置用薄膜トランジスター基板を提供する。
　本発明７は、発明６において、前記パッド電極は、前記透明電極の単一層で形成された
液晶表示装置用薄膜トランジスター基板を提供する。
【００２２】
　本発明８は、
　表示領域及び前記表示領域の外郭に位置したパッド領域を含む基板上に形成され、前記
表示領域内に形成されたゲート電極を含むゲートラインと、前記パッド領域に形成され、
前記ゲートラインの縁端に連結されたゲートパッドを含み、第１方向に延びるゲート配線
と、
　前記ゲート配線及び前記基板上に形成され、前記ゲート配線を部分的に露出するゲート
絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されたアクティブパターンと、
　前記アクティブパターンと一部重畳されながら、前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記
第１方向と直交する第２方向に延びるデータ配線と、
　前記基板の前記パッド領域に位置して、前記ゲート配線と同一な層に形成されたデータ
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パッドと、
　前記データ配線及び前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記データ配線を部分的に露出す
る第１ビアホールと部分的に露出された前記ゲートパッドを露出する第２ビアホールを含
む有機保護膜パターンと、
　前記有機保護膜パターン上に形成され、前記データ配線上に前記第１ビアホールを通じ
て前記データ配線と連結された画素電極と、
　前記有機保護膜パターン上に形成され、前記第２ビアホールを通じて前記ゲート配線と
連結されたパッド電極を含み、
　前記データ配線は、前記第１ビアホール基底で前記データ配線の表面部にグルーブを形
成する段差部を具備しており、
　前記ゲートパッド及び前記データパッドは同一工程で露出されている液晶表示装置用薄
膜トランジスター基板を提供する。
【００２３】
　例えば、表示領域及び前記表示領域の外郭に位置したパッド領域を含む基板上に第１方
向に延びるゲート配線を形成する段階と、前記ゲート配線及び基板上にゲート絶縁膜を挿
入して、前記第１方向と直交する第２方向に延びるデータ配線を形成する段階と、前記デ
ータ配線及びゲート絶縁膜上に有機保護膜を形成する段階と、ビアホールが形成される領
域の縁で前記有機保護膜の傾斜が低くなるようにフォトリソグラフィを実施して、有機保
護膜パターンを形成する段階と、前記有機保護膜パターンをマスクとして利用して、前記
ゲート絶縁膜をエッチングすることにより、前記データ配線を露出させる第１ビアホール
及び前記ゲート配線を露出させる第２ビアホールを形成する段階と、前記有機保護膜パタ
ーン下部のアンダーカットを除去する段階と、前記有機保護膜パターン上に、前記第１ビ
アホールを通じて前記データ配線と連結される画素電極及び前記第２ビアホールを通じて
前記ゲート配線と連結されるパッド電極を形成する段階を具備する液晶表示装置用薄膜ト
ランジスターの製造方法も考えられる。
【００２４】
　ビアホール領域の縁にスリット又は半透明膜から成った部分露光パターンが形成された
フォトマスクを利用して有機絶縁膜から成った保護膜を１回露光して、ビアホール領域の
縁で前記有機保護膜の傾斜が低くなるように有機保護膜パターンを形成する。続いて、有
機保護膜パターンをドライマスクとして利用したドライエッチング工程を実施して、ビア
ホールを形成した後、前記有機保護膜パターンをアッシング又はプラズマドライエッチン
グして有機保護膜パターン下部のアンダーカットを除去する。このように、アンダーカッ
トが除去されると、ビアホールの基底エッジで有機保護膜パターンの下部膜が突出される
ので、後続工程で蒸着されるメタル膜の段差塗布不良が発生しない。
【００２５】
　ここで、無機保護膜を形成しないので、無機保護膜のフォトリソグラフィーが不要であ
る。更に、前記フォトマスクで画素部の反射板に対応される位置にも部分露光パターンを
形成すると、一つのフォトマスクを利用した１回の露光工程だけでビアホールを形成する
と同時に、有機保護膜の表面に多数の凹凸構造を形成することができる。従って、反射透
過複合型や反射型液晶表示装置においてフォトマスクの数を従来の７枚から５枚に減らす
ことができる。
【００２６】
　また、例えば表示領域及び前記表示領域の外郭に位置したパッド領域を含む基板上に、
前記表示領域内に形成するゲート電極を含むゲートラインと、前記パッド領域に形成し、
前記ゲートラインの縁端に連結されたゲートパッドを含み、第１方向に延びるゲート配線
を形成する段階と、前記ゲート配線及び基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲ
ート絶縁膜上にアクティブパターンを形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に、前記アク
ティブパターンの第１領域と重畳される第１電極と、前記アクティブパターンの第１領域
と対向される第２領域と重畳される第２電極を含み、前記第１方向と直交する第２方向に
延びるデータ配線を形成する段階と、前記データ配線及びゲート絶縁膜上に有機保護膜を
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形成する段階と、ビアホールが形成される領域の縁で前記有機保護膜の傾斜が低くなるよ
うにフォトリソグラフィを実施して、有機保護膜パターンを形成する段階と、前記有機保
護膜パターンをマスクとして利用して、前記ゲート絶縁膜をエッチングすることにより、
前記第１電極を露出させる第１ビアホール及び前記ゲートパッドを露出させる第２ビアホ
ールを形成する段階と、前記有機保護膜パターン下部のアンダーカットを除去する段階と
、前記有機保護膜パターン上に、前記第１ビアホールを通じて前記第１電極と連結される
画素電極及び前記第２ビアホールを通じて前記ゲートパッドと連結されるパッド電極を形
成する段階を具備する液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法も考えられる。
【００２７】
　二つのフォトマスクを利用して露光工程を２回連続実施して、ビアホール領域の縁に低
い厚さの有機保護膜パターンを残す。続いて、前記有機保護膜パターンを利用してビアホ
ールを形成した後、アッシング又はプラズマドライエッチング工程により、前記有機保護
膜パターンの下部に形成されるアンダーカットを除去する。従って、画素電極用メタル膜
の段差塗布不良を防止する。
【００２８】
　ここで、無機保護膜を形成しないので、無機保護膜のフォトリソグラフィーが不要であ
る。更に、前記二つのフォトマスクのうち、一つのフォトマスクを有機保護膜の凹凸構造
露光のためのマスクとしても使用することができるので、反射透過複合型や反射型液晶表
示装置においてフォトマスクの数を従来の７枚から６枚に減らすことができる。
　また、例えば、表示領域及び前記表示領域の外郭に位置したパッド領域を含む基板上に
、第１方向に延びるゲート配線を形成する段階と、前記ゲート配線上にゲート絶縁膜を挿
入して前記第１方向と直交する第２方向に延びるデータ配線を形成する段階と、前記デー
タ配線及び前記ゲート絶縁膜上に、前記データ配線を露出させる第１ビアホール及び前記
ゲート配線を露出させる第２ビアホールを有する保護膜を形成する段階と、前記第１及び
第２ビアホールと前記保護膜上にＩＺＯから成った透明電極層及び反射電極層を順に蒸着
する段階と、前記表示領域内の反射領域では厚く残留し、透過領域では薄く残留するよう
に、前記反射電極層上にフォトレジストパターンを形成する段階と、前記フォトレジスト
パターンをマスクとして利用して、前記反射電極層及び前記透明電極層を同時にウェット
エッチングする段階と、前記透過領域の反射電極層が露出されるように前記フォトレジス
トパターンを所定厚さほど除去する段階と、前記透過領域の反射電極層をドライエッチン
グにより除去する段階と、前記フォトレジストパターンを除去して透明電極及び前記透明
電極の周辺を取り囲む反射電極を形成する段階を具備する反射透過型液晶表示装置用薄膜
トランジスターの製造方法も考えられる。
【００２９】
　反射透過複合型液晶表示装置において透明電極をＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ－ｔｉｎ－ｏｘ
ｉｄｅ）の代わりにＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ－ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）で形成することによ
り透明電極と反射電極間の界面特性を向上させることができる。かつ、保護膜を有機絶縁
膜の単一層で形成して、透明電極の縁端をゲート配線及びデータ配線と重畳させた後、前
記重畳された領域の付近に反射電極を残すことにより十分な透過のための開口率を得るこ
とができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によると、ビアホール領域の縁に部分露光パターンが形成されたフォトマスクを
利用して、有機保護膜を１回露光して、ビアホール領域の縁で前記有機保護膜の傾斜が低
くなるように有機保護膜パターンを形成する。続いて、有機保護膜パターンをエッチング
マスクとして利用したドライエッチング工程を実施して、ビアホールを形成した後、前記
有機保護膜パターンをアッシング又はプラズマドライエッチングして有機保護膜パターン
下部のアンダーカットを除去する。このように、アンダーカットが除去されると、ビアホ
ールの基底エッジで有機保護膜パターンの下部膜が突出されるので、後続工程で蒸着され
るメタル膜の段差塗布不良が発生しない。
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【００３１】
　ここで、前記フォトマスクで画素部の反射板に対応される位置にも部分露光パターンを
形成すると、一つのフォトマスクを利用した１回の露光工程のみによりビアホールを形成
すると同時に、有機保護膜の表面に多数の凹凸構造を形成することができる。従って、反
射透過複合型や反射型液晶表示装置においてフォトマスクの数を従来の７枚から５枚に減
らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、図面を参照して本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
　〈実施形態１〉
　図８及び図１５は本発明の第１実施形態による薄膜トランジスターのビアホール形成方
法を説明するための断面図である。ここで、各図８、図１０、図１２、図１４、図１６は
薄膜トランジスターが形成される基板のパッド領域の一部分を図示し、各図９、図１１、
図１３、図１５、図１７は前記基板の表示領域の一部分を図示する。
【００３３】
　図８及び図９を参照すれば、第１メタル膜から成ったゲート配線５２、無機絶縁膜から
成ったゲート絶縁膜５４及び第２メタル膜から成ったデータ配線５６が順次に形成されて
いる基板５０上に感光性の有機保護膜５８を約２μｍ以上の厚さで塗布する。
　続いて、前記有機保護膜５８のオープン領域、即ち、ビアホール領域の縁にスリット又
は半透明膜から成った部分露光パターンが形成されているフォトマスク８０を利用して前
記有機保護膜５８を露光する。そうすると、前記ビアホール領域の中央部では有機保護膜
５８が完全露光される反面、前記ビアホール領域の縁では前記スリットにより有機保護膜
５８が回折露光される。望ましくは、前記フォトマスク８０の部分露光パターンは露光器
の分解能の１/２程度の線幅を有するオープンパターンで形成する。かつ、反射透過複合
型や反射型液晶表示装置の場合、別途のフォトマスクを利用した露光工程を実施する必要
が無く、前記部分露光パターンを画素部の反射板に対応するように形成することで、有機
保護膜の表面に散乱のための多数の凹凸構造を形成することができる。
【００３４】
　続いて、前記露光された有機保護膜５８を現像すると、ビアホール領域の縁で有機保護
膜５８の傾斜（ｓｌｏｐｅ）が緩く形成される。そして、前記有機保護膜５８に前記デー
タ配線５６を部分的に露出させる第１ビアホール５９及びゲート配線５２を部分的に露出
させるための第２ビアホール６１が形成される。
　図１０及び図１１を参照すれば、現像が完了された有機保護膜パターン５８ａをエッチ
ングマスクとして利用して、その下部のゲート絶縁膜５４をドライエッチングする。そう
すると、前記第２ビアホール６１部位のゲート配線が部分的に露出される。この時、無機
絶縁膜から成ったゲート絶縁膜５４が側面エッチングされ、前記有機保護膜パターン５８
ａの下部にアンダーカット（Ｕ）が発生する。同様に、前記データ配線５６がモリブデン
（Ｍｏ）やモリブデンタングステン（ＭｏＷ）のように消耗量が多い材料で形成される場
合、前記第１ビアホール５９の縁で前記データ配線５６が側面エッチングされ、有機保護
膜パターン５８ａの下部にアンダーカット（Ｕ）が発生する。これと同時に、前記第１ビ
アホール５９の基底でもデータ配線５６が所定厚さほどエッチングされる（Ｍ）。
【００３５】
　図１２及び図１３を参照すれば、前記有機保護膜パターン５８ａをアッシングして、前
記有機保護膜パターン５８ａを垂直・水平方向に所定厚さ（５８ｂ）ほど除去することに
より、その下部のアンダーカット（Ｕ）を除去する。ここで、前記アッシング代わりにプ
ラズマドライエッチング工程を使用することもできる。
　この時、回折露光により形成されたビアホール縁での有機保護膜の傾斜が低いために、
少ない量のアッシングとしても有機保護膜の水平後退距離が大きくなる。即ち、ビアホー
ル領域の縁での有機保護膜傾斜をとし、有機保護膜の垂直後退距離をｙとすると、前記有
機保護膜の水平後退距離Ｘはｘ＝ｙ／ｔａｎになる。従って、アンダーカットを除去する
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ために、過度のアッシングを実施しなくても、画素内部で有機保護膜表面の凹凸が崩れる
問題を防止することができる。
【００３６】
　上述したアッシング工程が完了されると、図１４に図示したように、前記第２ビアホー
ル６１の基底エッジＳ１で、ゲート絶縁膜５４が有機保護膜パターン５８ｃに比べて前記
第２ビアホール６１の内側に突出される。同様に、図１５に図示したように、前記第１ビ
アホール５９の基底エッジＳ２でデータ配線５６が有機保護膜パターン５８ｃに比べて突
出されている。即ち、前記第１ビアホール５９の部位で前記データ配線５６は表面部にグ
ルーブを形成する段差部を具備し、前記第１ビアホール５９の側壁で前記データ配線５６
の段差部が前記有機保護膜パターン５８ｃに比べて前記第１ビアホール５９の内側に突出
されて形成される。
【００３７】
　図１６及び図１７を参照すれば、上述したようにビアホールの基底エッジで、有機保護
膜パターン５８ｃの下部膜が突出されている状態で結果物の全面にアルミニウム（Ａｌ）
のような反射メタル膜を蒸着した後、これをフォトリソグラフィによりパターニングする
。そうすると、前記第１ビアホール５９を通じてデータ配線５６と連結される画素電極６
２及び第２ビアホール６１を通じて、ゲート配線５２と連結されるパッド電極６４が形成
される。前記反射メタル膜は有機保護膜パターン５８ｃ下部のアンダーカットが除去され
た状態で蒸着されるので、良好な段差塗布性を有する。
【００３８】
　図１８は本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の平面図である。図１９乃至図２１は各々図１８のＣ－Ｃ′、Ｄ－Ｄ′及びＥ－Ｅ′線に
よる液晶表示装置用薄膜トランジスターの断面図である。
　図１８乃至図２１を参照すれば、透明な基板１００上にクロム（Ｃｒ）、アルミニウム
（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）又はモリブデンタングステン（ＭｏＷ）などの単一メタル
膜や二重メタル膜から成ったゲート配線が形成される。前記ゲート配線は第１方向（即ち
、横方向）に伸びるゲートライン１０１、前記ゲートライン１０１の縁端に連結されて外
部から照射信号の印加を受けて、前記ゲートライン１０１に伝達するゲートパッド１０３
、及び前記ゲートライン１０１の一部分である薄膜トランジスターのゲート電極１０２を
含む。
【００３９】
　前記ゲート配線及び基板１００上には無機絶縁膜から成ったゲート絶縁膜１０６が形成
される。前記ゲート電極１０２に対応されるゲート絶縁膜１０６の上には非晶質シリコン
のような半導体膜から成ったアクティブパターン１０８が形成される。
　前記アクティブパターン１０８及びゲート絶縁膜１０６上には前記第１方向と直交する
第２方向（即ち、縦方向）に伸びるデータ配線１１０が形成される。前記データ配線１１
０は前記アクティブパターン１０８の第１領域と重畳される第１電極（以下、ソース電極
という）１１２と前記アクティブパターン１０８の前記第１領域と対向される第２領域と
重畳される第２電極（以下、ドレーン電極）１１１を含む。従来の液晶表示装置では、画
像信号を伝達するためのデータパッドを前記データ配線と同一な層で形成するが、本実施
形態ではゲート配線を形成する時データパッド１０４を共に形成する。即ち、前記データ
パッド１０４とゲート配線は同一な層で形成される。
【００４０】
　前記データ配線１１０、アクティブパターン１０８及びゲート絶縁膜１０６上には、前
記ソース電極１１２を露出させる第１ビアホール１１６及びゲートパッド１０３を露出さ
せる第２ビアホール１１７を有する有機保護膜パターン１１４ａが形成される。画素部を
集めて画像を表示する領域である表示領域では、前記有機保護膜パターン１１４ａの表面
に光の散乱のための多数の凹凸構造が形成される。
【００４１】
　前記有機保護膜パターン１１４ａ上には、前記第１ビアホール１１６を通じてソース電
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極１１２と連結される画素電極１２０及び前記第２ビアホール１１７を通じてゲートパッ
ド１０３と連結されるパッド電極１２１が形成される。前記画素電極１２０は薄膜トラン
ジスターから画像信号の印加を受けて、上部基板の電極（図示せず）と共に電気蔵を生成
する役割をする。前記画素電極１２０はゲートライン１０１とデータ配線１１０により区
画される画素部内に形成され、高い開口率を確保するために、その縁が前記ゲートライン
１０１及びデータ配線１１０と重畳されている。
【００４２】
　かつ、本実施形態ではデータパッド１０４とデータ配線１１０と別途の層で形成するた
めに、前記データ配線１１０とデータパッド１０４を電気的に連結するためのブリッジ電
極１２２が要求される。これのために、前記第１及び第２ビアホール１１６、１１７を形
成するときに、前記有機保護膜パターン１１４ａにデータ配線１１０の縁端を露出させる
第３ビアホール１１８及びデータパッド１０４を露出させる第４ビアホール１１９を共に
形成した後、前記画素電極１２０と同一な層によりブリッジ電極１２２を形成する。即ち
、前記ブリッジ電極１２２は前記第３ビアホール１１８と第４ビアホール１１９を通じて
、データ配線１１０の縁端とデータパッド１０４を電気的に連結させる役割をする。
【００４３】
　図２２乃至図３７は本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トラ
ンジスターの製造方法を説明するための平面図及び断面図である。
　図２２はゲート配線が形成された基板の平面図であり、図２３及び図２４は各々、図２
２の１２ｂ－１２ｂ′線及び１２ｃ－１２ｃ′線による断面図である。ガラス、石英又は
サファイアのような絶縁物質から成った透明な基板１００上にゲート膜として、例えばク
ロム（Ｃｒ）、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）又はモリブデンタングステン
（ＭｏＷ）などの単一メタル膜や二重メタル膜を蒸着した後、フォトリソグラフィにより
前記ゲート膜をパターニングして、ゲート配線を形成する（第１マスク）。前記ゲート配
線は、第１方向（即ち、横方向）に伸びるゲートライン１０１、表示領域に形成され、前
記ゲートライン１０１の一部分であるゲート電極１０２及び前記ゲートライン１０１の縁
端に連結されて、パッド領域に形成されるゲートパッド１０３を含む。かつ、本実施形態
では前記ゲート配線を形成するときに、画像信号を薄膜トランジスターに伝達するための
データパッド１０４を共に形成する。
【００４４】
　望ましくは、前記ゲート膜は堅いパッドを形成するためにクロム（Ｃｒ）又はタングス
テンが３０％以上含有されたモリブデンタングステン（ＭｏＷ）で形成する。
　図２５はアクティブパターン１０８が形成された基板の平面図であり、図２６及び図２
７は各々図２５の１３ｂ－１３ｂ′線及び１３ｃ－１３ｃ′線による断面図である。前記
ゲート配線が形成された基板１００上にシリコン窒化物のような無機絶縁膜から成ったゲ
ート絶縁膜１０６を約４５００A厚さで形成する。前記ゲート絶縁膜１０６上に非晶質シ
リコンのような半導体膜を蒸着し、これをフォトリソグラフィによりパターニングして、
薄膜トランジスターのアクティブパターン１０８を形成する（第２マスク）。
【００４５】
　図２８はデータ配線１１０が形成された基板の平面図であり、図２９及び図３０は各々
図２８の１４ｂ－１４ｂ′線及び１４ｃ－１４ｃ′線による断面図である。前記アクティ
ブパターン１０８及びゲート絶縁膜１０６上にモリブデン（Ｍｏ）又はモリブデンタング
ステン（ＭｏＷ）のようなモリブデン合金、又はクロム（Ｃｒ）などのメタル膜を蒸着し
た後、フォトリソグラフィにより前記メタル膜をパターニングしてデータ配線１１０を形
成する（第３マスク）。前記データ配線１１０は前記ゲート配線と直交する第２方向（即
ち、縦方向）に伸び、アクティブパターン１０８の第１領域と重畳されるソース電極１１
２と、前記アクティブパターン１０８の前記第１領域の反対側である第２領域と重畳され
るドレーン電極１１１を含む。
【００４６】
　ここで、本実施形態では前記アクティブパターン１０８とデータ配線１１０を２回のフ
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ォトリソグラフィにより形成したが、１回のフォトリソグラフィにより前記アクティブパ
ターン１０８とデータ配線１１０を形成することもできる。即ち、前記ゲート絶縁膜１０
６上にアクティブパターン用半導体膜及びデータ配線用メタル膜を順次に蒸着した後、前
記メタル上にフォトレジスト膜を塗布する。続いて、前記フォトレジスト膜を露光及び現
像して、薄膜トランジスターのチャネル部の上に位置し、第１厚さを有する第１部分、デ
ータ配線部の上に位置し、前記第１厚さより厚い第２厚さを有する第２部分及びフォトレ
ジスト膜が完全に除去された第３部分を含むフォトレジストパターンを形成する。続けて
、前記第３部分下のメタル膜及び半導体膜をエッチングし、次に、第１厚さのフォトレジ
ストを除去し、前記第１部分下のメタル膜をエッチングする。そして、前記メタル膜から
成ったデータ配線及び前記半導体膜から成ったアクティブパターンを形成する。続いて、
残っているフォトレジストパターンを除去すると、１枚のフォトマスクを利用したフォト
リソグラフィによりアクティブパターン１０８とデータ配線１１０を同時に形成すること
ができる。
【００４７】
　図３１及び図３２は各々図２８の１４ｂ－１４ｂ′線及び１４ｃ－１４ｃ′線による断
面図として、有機保護膜１１４を露光する段階を図示する。前記データ配線１１０、アク
ティブパターン１０８及びゲート絶縁膜１０６上に感光性の有機保護膜１１４を約２～４
μｍの厚さで塗布した後、フォトマスクを使用して前記有機保護膜１１４を露光する（第
４マスク）。このとき、前記フォトマスク１５０はビアホール領域（即ち、ソース電極上
、ゲートパッド上、データパッド上、データ配線縁端上）に対応される部分には完全露光
パターン（Ｆ）が形成され、前記ビアホール領域の縁に対応される部分は部分露光パター
ン（Ｐ）が形成される。かつ、前記フォトマスク１５０は画素部の反射板を散乱構造で作
るために、画素部に対応される部分も部分露光パターンを有する。望ましくは、前記完全
露光パターンは露光器の分解能以上の大きさを有するオープンパターンであり、前記部分
露光パターンは、露光器の分解能１/２程度の線幅を有するオープンパターンで形成され
る。前記部分露光パターンはスリット又は半透明膜により構成される。
【００４８】
　前記フォトマスク１５０を利用して前記有機保護膜１１４を露光した後、現像を進行す
ると、ビアホール領域の中央部では有機保護膜１１４が完全に除去される反面、前記ビア
ホール領域の縁では前記部分露光パターン（Ｐ）により有機保護膜１１４が回折露光され
、有機保護膜の傾斜が低くなる。かつ、画素部の有機保護膜１１４はその表面に多数の凹
凸が形成される。
【００４９】
　本実施形態では、チップバンプ（ｂｕｍｐ）がボンディングされるゲートパッド１０３
及びデータパッド１０４をオープンさせるときに、バンプボンディングによるミスアライ
ンにより接触不良が発生することを防止するために、パッド上を各々オープンさせるので
はなく、各のパッドの全面を同時にオープンさせる。このとき、前記データパッドが従来
のようにデータ配線で形成されると、後続工程でゲート絶縁膜をドライエッチングすると
きに、データ配線から成ったデータパッド下部でゲート絶縁膜が側面エッチングされアン
ダーカットが形成さる。これにより、バンプボンディングをするときにデータパッドのリ
フティングが発生する。従って、各パッドの全面を同時にオープンさせるためにはデータ
パッドをゲート配線と同一な層で形成しなければならない。
【００５０】
　図３３はビアホールが形成された基板の平面図であり、図３４及び図３５は各々、図３
３の１６ｂ－１６ｂ′線及び１６ｃ－１６ｃ′線による断面図である。現像が完了された
有機保護膜パターン１１４ａをエッチングマスクとして利用して、その下部のゲート絶縁
膜１０６をドライエッチングする。そうすると、前記ソース電極１１２を露出させる第１
ビアホール１１６及びゲートパッド１０３を露出させる第２ビアホール１１７が形成され
る。これと同時に、データ配線１１０の縁端を露出させる第３ビアホール１１８及びデー
タパッド１０４を露出させる第４ビアホール１１９が形成される。
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【００５１】
　上述したドライエッチング工程をするときに、無機絶縁膜から成ったゲート絶縁膜１０
６又はデータ配線１１０が側面エッチングされ、前記有機保護膜パターン１１４ａの下部
にアンダーカットが発生する。
　続けて、前記有機保護膜パターン１１４ａをアッシング又はプラズマドライエッチング
して、有機保護膜パターン１１４ａを垂直・水平方向に所定厚さほど除去することにより
、その下部のアンダーカットを除去する。上述したアッシング工程が完了されると、ビア
ホール基底のエッジで有機保護膜パターン１１４ａの下部膜が突出される（Ｓ３、Ｓ４）
。
【００５２】
　図３６及び図３７は各々図３３の１６ｂ－１６ｂ′線及び１６ｃ－１６ｃ′線による断
面図として、前記ビアホール１１６、１１７、１１８、１１９及び有機保護膜パターン１
１４ａ上にアルミニウム（Ａｌ）や銀（Ａｇ）のように反射率が高いメタル膜１２５を蒸
着する段階を図示する断面図である。
　続いて、フォトリソグラフィにより前記メタル膜１２５をパターニングすると、図１９
及び、図２０及び図２１に図示したように、前記第１ビアホール１１６を通じてソース電
極１１２と連結される画素電極１２０及び前記第２ビアホール１１７を通じてゲートパッ
ド１０３と連結されるパッド電極１２１が形成される（第５マスク）。これと同時に、前
記第３ビアホール１１８と第４ビアホール１１９を通じて前記データ配線１１０の縁端と
前記データパッド１０４を連結させるブリッジ電極１２２が形成される。前記画素電極１
２０はゲート配線とデータ配線１１０によって区画される画素部内に形成され、高い開口
率を確保するためにその縁が前記ゲート配線及びデータ配線１１０と重畳されるように形
成される。
【００５３】
　上述した本発明の第１実施形態によると、保護膜を有機保護膜の単一層で形成しながら
、アンダーカットによる上部メタル膜の段差塗布不良を解決することにより、フォトリソ
グラフィを１回短縮させることができる。かつ、有機保護膜にビアホール領域を露光する
ときに、反射板の凹凸露光を同時に実施することにより、露光工程を１回短縮させること
ができる。従って、従来の７回露光工程を５回の露光工程に減らして工程を単純化させる
ことができる。かつ、アクティブパターンと配線を１回のフォトリソグラフィで形成する
場合は、露光工程を４回に減らすことができる。
【００５４】
　上述した第１実施形態は反射型液晶表示装置に適用したが、反射透過複合型液晶表示装
置又は透過型液晶表示装置に本発明の第１実施形態を適用することもできる。
　〈実施形態２〉
　図３８乃至図４７は本発明の第２実施形態による薄膜トランジスターのビアホール形成
方法を説明するための断面図である。ここで、各図３８、図４０、図４２、図４４、図４
６はメタル膜の上に無機絶縁膜が存在する場合を図示し、各図３９、図４１、図４３、図
４５、図４７はメタル膜の上に無機絶縁膜が存在しない場合を図示する。
【００５５】
　図３８及び図３９を参照すれば、ゲート配線（図示せず）及びゲート絶縁膜２０２が順
次に積層されている基板２００上にデータ配線用メタル膜２０４を蒸着する。前記メタル
膜２０４上にシリコン窒化物から成った無機絶縁膜２０６を蒸着したり（図３８）蒸着し
ない状態で（図３９）、結果物上に感光性の有機絶縁膜２０８を約２μｍ以上の厚さで塗
布する。
【００５６】
　続いて、前記有機保護膜２０８の第１領域を露光するための第１フォトマスク２５０を
利用して、前記有機保護膜２０８を１次露光する。この時、前記第１領域の有機絶縁膜２
０８が所定厚さほど露光されないように、前記第１領域を露光させる。前記第１領域で露
光が完成されない厚さは薄いほどよいが、露光偏差ほど露光量を調節することが必要であ
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【００５７】
　ここで、参照符号２０９は１次露光された領域を示す。
　図４０及び図４１を参照すれば、前記第１領域よりサイズが小さく、前記第１領域内に
位置する第２領域２１０を露光するための第２フォトマスク２７０を利用して、前記有機
保護膜２０８を２次露光する。この時、前記第１領域と第２領域が重畳される部分の有機
保護膜は全て露光される。透過型液晶表示装置の場合には、前記２次露光により有機保護
膜２０８の露出された部位が十分に露光されるように進行する。反射透過複合型液晶表示
装置や反射型液晶表示装置の場合には、前記２次露光に使用される第２フォトマスクを有
機絶縁膜の凹凸構造露光のためのマスクに使用することにより、凹凸構造露光とビアホー
ル露光を同時に実施して工程を単純化させることができる。
【００５８】
　図４２及び図４３を参照すれば、上述したように二度露光された有機保護膜２０８を現
像して、部位を除去することにより有機保護膜パターン２０８ａを形成する。この時、ビ
アホール領域の縁に行くほど有機保護膜パターン２０８ａの傾斜が減少されて、厚みの薄
い有機保護膜パターンが残るが、この部位で有機保護膜パターン２０８ａの厚さは総厚さ
の１/３以下になる。
【００５９】
　続いて、図４４に図示したように、メタル膜２０４の上に無機絶縁膜２０６が存在する
場合には、前記有機保護膜パターン２０８ａをエッチングマスクとして利用して、その下
部の無機絶縁膜２０６をドライエッチングして、前記メタル膜２０４を露出させるビアホ
ール２１１を形成する。この時、前記無機絶縁膜２０６が側面エッチングされ、前記有機
保護膜パターン２０８ａの下部にアンダーカット（Ｕ）が発生する。
【００６０】
　かつ、図４５に図示したように、メタル膜２０４上に無機絶縁膜が存在しない場合には
、有機保護膜の現像後、前記メタル膜２０４が露出されるビアホール２１２が形成される
。その後、前記メタル膜２０４とその上に蒸着されるまた別のメタル膜との界面が汚染さ
れたり酸化されて、界面抵抗が増加することを防止するために、前記メタル膜２０４を所
定厚さほどウェットエッチングして、その表面状態を良好に作る。この時、前記メタル膜
２０４が側面エッチングされ有機保護膜パターン２０８ａの下部にアンダーカット（Ｕ）
が発生する。これと同時に、前記ビアホール２１２の基底でもメタル膜２０４が所定厚さ
ほどエッチングされる。
【００６１】
　図４６及び図４７を参照すれば、前記有機保護膜パターン２０８ａをアッシングして有
機保護膜パターン２０８ａを垂直・水平方向に所定厚さほど除去することにより、その下
部のアンダーカット（Ｕ）を除去する。ここで、前記アッシングの代わりにプラズマドラ
イエッチング工程を使用することもできる。
　上述したアッシング工程が完了されると、図４６に図示したようにメタル膜２０４の上
に無機絶縁膜２０６が存在する場合、前記ビアホール２１１の基底エッジ（Ｓ５）で前記
無機絶縁膜２０６が有機保護膜パターン２０８ｂに比べて突出される。同様に、図４７に
図示したようにメタル膜２０４の上に無機絶縁膜が存在しない場合、前記ビアホール２１
２の基底エッジ（Ｓ６）で前記メタル膜２０４が有機保護膜パターン２０８ｂに比べて突
出される。
【００６２】
　続いて、図示しなかったが、上述したようにビアホールの基底エッジで有機保護膜パタ
ーン２０８ｂの下部膜が突出されている状態で結果物の全面にＩＴＯまたはＩＺＯなどの
透明導電膜やアルミニウム（Ａｌ）または銀（Ａｇ）などの反射膜を蒸着した後、これを
フォトリソグラフィによりパターニングして、前記ビアホール２１１または２１２を通じ
て、メタル膜２０４と連結される電極を形成する。前記電極は有機保護膜パターン２０８
ｂ下部のアンダーカットが除去された状態で蒸着されるので、良好な段差塗布性を有する
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【００６３】
　〈実施形態３〉
　図４８は本発明の第３実施形態による反射透過型液晶表示装置用薄膜トランジスターの
平面図であり、透過窓３４０の周辺を囲むように反射板３５０が形成される。
　図４９乃至図６０は本発明の第３実施形態による液晶表示装置用薄膜トランジスターの
製造方法を説明するための断面図である。ここで、各図４９、図５２、図５５、図５８は
図４８のＧ－Ｇ′線と各図５０、図５３、図５６、図５９は図４８のＨ－Ｈ線′と各図５
１、図５４、図５７、図６０は図４８のＬ－Ｌ′線による断面図である。
【００６４】
　図４９乃至図５１を参照すれば、基板３００上に第１メタル膜から成ったゲート配線を
形成した後、その上にシリコン窒化物のような無機絶縁膜から成ったゲート絶縁膜３０６
を形成する。前記ゲート配線は、第１方向に伸びるゲートライン３０１と、前記ゲートラ
イン３０１の一部である薄膜トランジスターのゲート電極３０２及び前記ゲートライン３
０１の縁端に連結され、外部から照射信号の印加を受けて前記ゲートライン３０１に伝達
するゲートパッド３０３を含む。この時、上述した本発明の第１実施形態と同様に、画像
信号を薄膜トランジスターのドレーンに伝達するためのデータパッド（図示せず）を前記
ゲート配線と同一な層で形成可能である。
【００６５】
　続いて、前記ゲート絶縁膜３０６上に半導体膜から成ったアクティブパターン３０８を
形成した後、その上に第２メタル膜から成ったデータ配線３１０を形成する。前記データ
配線３１０はゲート配線と直交する第２方向に伸び、ソース電極３１２及び前記データ配
線３１０と連結されたドレーン電極３１１を含む。
　前記データ配線３１０、アクティブパターン３０８及びゲート絶縁膜３０６上に保護膜
として、望ましくは感光性の有機絶縁膜を約２μｍ以上の厚さで形成する。このように、
有機絶縁膜を厚く塗布して保護膜を形成すると、前記データ配線３１０とその上に形成さ
れる画素電極間に寄生キャパシタンスが生成されない。よって、高い開口率を確保するた
めに前記画素電極をデータ配線３１０及びゲート配線と重畳するように形成することがで
きる。
【００６６】
　続いて、上述した本発明の第１実施形態または第２実施形態と同一な方法によりビアホ
ールが形成される領域の縁で、前記有機絶縁膜の傾斜が低くなるようにフォトリソグラフ
ィを実施して、有機保護膜パターン３１４を形成する。即ち、前記有機保護膜パターン３
１４は部分露光パターンと完全露光パターンが共に形成されているフォトマスクを利用し
た１次露光方法により形成することができる。かつ、前記有機保護膜パターン３１４は第
１露光領域を限定する第１フォトマスクを利用した１次露光段階と、前記第１露光領域内
に位置する第２露光領域を限定する第２フォトマスクを利用した２次露光段階により形成
することもできる。
【００６７】
　続けて、前記有機保護膜パターン３１４をエッチングマスクとして利用して、その下部
膜をドライエッチングすることにより、前記データ配線、即ちソース電極３１２を露出さ
せる第１ビアホール３１６及び前記ゲートパッド３０３を露出させる第２ビアホール３１
７を形成する。この時、データパッドをゲート配線と同一な層で形成した場合には、前記
データ配線３１０とデータパッドを連結するためにデータ配線３１０の縁端を露出させる
第３ビアホール及びデータパッドを露出させる第４ビアホールを共に形成する。望ましく
は、チップバンプがボンディングされるゲートパッド３０３及びデータパッドをオープン
させるときに、ミスアラインにより接触不良が発生することを防止するために、パッド上
を各々オープンさせるのではなく、各パッドの全面を同時にオープンさせる。
【００６８】
　続いて、前記有機保護膜パターン３１４をアッシング又はプラズマドライエッチングし
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て、前記有機保護膜パターン３１４下部のアンダーカットを除去した後、前記ビアホール
及び有機保護膜パターン３１４上にＩＺＯを約５００～１２００Aの厚さでスパッタリン
グして、透明電極層３２０を形成する。前記透明電極層３２０上にアルミニウム（Ａｌ）
またはアルミニウムネドニウム（Ａｌ－Ｎｄ）などのアルミニウム合金を１５００～４０
００Aの厚さで蒸着して、反射電極層３２２を形成する。
【００６９】
　その後、前記反射電極層３２２上にフォトレジスト膜３２４を約２μｍの厚さで塗布す
る。
　図５２乃至図５４を参照すれば、透過領域（Ｔ）に対応される部分露光パターンと反射
領域（Ｒ）に対応される完全露光パターンが共に形成されているフォトマスク４００を利
用して、前記フォトレジスト膜３２４を露光する。望ましくは、前記部分露光パターンは
、スリットまたは半透明膜から構成され、露光器の分解能の１/２程度の線幅を有するオ
ープンパターンで形成する。
【００７０】
　続いて、前記フォトレジスト膜３２４を現像すると、前記反射領域（Ｒ）では約１．９
μｍで厚くなるよう残留し、透過領域（Ｔ）では回折露光により約４０００A以下で薄く
残留し、残り領域（Ｎ）ではフォトレジスト膜が完全に除去されたフォトレジストパター
ン３２４ａが形成される。この時、ゲートパッド又はデータパッドの信頼性を向上させる
ために前記フォトマスク４００の部分露光パターンをパッド領域に対応させて、前記パッ
ド領域上のフォトレジスト膜が約４０００A以下に薄く残留するようにする。
【００７１】
　図５５乃至図５７を参照すれば、前記フォトレジストパターン３２４ａをエッチングマ
スクとして利用して、前記反射電極層３２２及び透明電極層３２０を同時にウェットエッ
チングする。この時、ウェットエッチ液としてアルミニウムエッチ液であるＨ3ＰＯ4、Ｈ
ＮＯ3及びＣＨ3ＣＯＯＨの混合液を使用する。
　続いて、前記フォトレジストパターン３２４ａをアッシング又はプラズマドライエッチ
ングして、前記透過領域ではフォトレジストパターンが完全に除去され、その下部の反射
電極層３２２が露出されるようにし、前記反射領域ではフォトレジストパターンが存在す
るようにする。
【００７２】
　図５８乃至図６０を参照すれば、残っているフォトレジストパターン３２４ｂをドライ
マスクとして利用しながら、ＢＣｌ3及びＣｌ2ガスを利用して露出されている反射電極層
３２２をドライエッチングする。そうすると、前記透過領域の反射電極層３２２が除去さ
れ、透明電極層３２０のみが残る。この時、前記反射電極層３２２をウェットエッチング
すると、下部膜との選択比がないため、その下部の透明電極層３２０までエッチングされ
る。
【００７３】
　続いて、前記フォトレジストパターン３２４ｂをアッシング及びストリップ工程により
除去すると、透明電極３２０ａの周辺に反射電極３２２ａが残る反射透過複合型液晶表示
装置の薄膜トランジスターを完成する。前記第１ビアホール３１６を通じてソース電極３
１２と連結される画素電極３３０は透明電極３２０ａと前記透明電極３２０ａ上に積層さ
れた反射電極３２２ａの二重層で形成される。本実施形態では画素電極３３０をゲート配
線及びデータ配線３１０と重畳されるように形成するので、前記配線と重畳された領域の
付近に反射電極３２２ａが残り、十分な透過のための開口率が得ることができる。
【００７４】
　この時、前記第２ビアホール３１７を通じてゲートパッド３０３と連結されるパッド電
極３３２は透明電極だけで形成される。即ち、パッド領域上にはフォトマスクの部分露光
パターンが位置するために、透過領域の反射電極層を露出させる段階で、その部分のフォ
トレジスト膜が完全に除去される。従って、反射電極層のドライエッチングをするときに
、パッド領域上の反射電極層が全て除去され、透明電極層のみ残る。
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【００７５】
　上述した本発明の第３実施形態によると、透明電極層をＩＺＯで形成する。従来のＩＴ
Ｏ導電膜はその上に形成される反射膜がアルミニウム又はアルミニウム合金である場合、
二導電膜との間に電位差が続けて印加される時、ＩＴＯ導電膜とＡｌ反射膜との界面でＩ
ＴＯの酸化物（ｏｘｉｄｅ）がアルミニウム（Ａｌ）と反応して相当に薄いＡｌ2Ｏ3絶縁
膜が形成される。これにより、ＩＴＯ導電膜の電位がＡｌ反射膜に伝達されない問題が発
生する。
【００７６】
　かつ、画素電極をパターニングするためのフォトレジスト膜の現像をするときに、通常
使用される有機溶剤であるＴＭＡＨ（Ｔｅｔｒａ　Ｍｅｔｈｙｌ　Ａｍｍｏｎｉｕｍ　Ｈ
ｙｄｒｏｘｉｄｅ）によって前記ＩＴＯ導電膜とＡｌ反射膜が電気化学的反応を起こして
、ＩＴＯ導電膜の腐食が発生する。さらに、フォトレジストパターンをエッチングマスク
として利用して、反射電極層と透明電極層をエッチングする段階で、ＩＴＯ導電膜を使用
する場合にはＡｌエッチ液によりＡｌ反射膜をウェットエッチングした後、ＩＴＯエッチ
液によりＩＴＯ導電膜をウェットエッチングしなければならない。前記ＩＴＯ導電膜をウ
ェットエッチングするときに使用されるウェット液はＨＣｌ、ＨＮＯ3及びＦｅＣｌ3の強
酸として、その上部にフォトレジスト膜が存在してもＡｌ反射膜を激しくエッチングでき
るようにする。
【００７７】
　これに反して、本発明の第３実施形態のようにＩＺＯを透明導電膜に使用すると、Ａｌ
反射膜とＩＺＯ導電膜間の界面で酸化絶縁膜が形成されず、フォトレジスト膜の現像によ
って前記ＩＺＯ導電膜とＡｌ反射膜が電気化学的反応を起こさない。かつ、フォトレジス
トパターンをエッチングマスクとして利用して、反射電極層と透明電極層をエッチングす
るときに、Ａｌエッチ液であるＨ3ＰＯ4、ＨＮＯ3及びＣＨ3ＣＯＯＨの混合液でＩＺＯ導
電膜が容易にエッチングされるため、Ａｌ反射膜とＩＺＯ導電膜を同時にウェットエッチ
ングすることができる。従って、透明電極層と反射電極層間の界面特性を向上させながら
、工程を単純化させることができる。
【００７８】
　以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明
が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れる
ことなく、本発明を修正または変更できるであろう。
　上述したように、本発明の第１実施形態によると、ビアホール領域の縁に部分露光パタ
ーンが形成されたフォトマスクを利用して、有機保護膜を１回露光して、ビアホール領域
の縁で前記有機保護膜の傾斜が低くなるように有機保護膜パターンを形成する。続いて、
有機保護膜パターンをエッチングマスクとして利用したドライエッチング工程を実施して
、ビアホールを形成した後、前記有機保護膜パターンをアッシング又はプラズマドライエ
ッチングして有機保護膜パターン下部のアンダーカットを除去する。このように、アンダ
ーカットが除去されると、ビアホールの基底エッジで有機保護膜パターンの下部膜が突出
されるので、後続工程で蒸着されるメタル膜の段差塗布不良が発生しない。
【００７９】
　ここで、前記フォトマスクで画素部の反射板に対応される位置にも部分露光パターンを
形成すると、一つのフォトマスクを利用した１回の露光工程のみによりビアホールを形成
すると同時に、有機保護膜の表面に多数の凹凸構造を形成することができる。従って、反
射透過複合型や反射型液晶表示装置においてフォトマスクの数を従来の７枚から５枚に減
らすことができる。
【００８０】
　上述した本発明の第２実施形態によると、二つのフォトマスクを利用して、露光工程を
２回連続してビアホール領域の縁に傾斜が減少されながら、薄い厚さを有する有機保護膜
パターンを残す。続いて、前記有機保護膜パターンを利用してビアホールを形成した後、
アッシング又はプラズマドライエッチングにより前記有機保護膜パターンの下部に形成さ
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れるアンダーカットを除去する。
【００８１】
　ここで、前記二つのフォトマスクうち、一つのフォトマスクを有機保護膜の凹凸構造露
光のためのマスクとして使用することができるので、反射透過複合型や反射型液晶表示装
置においてフォトマスクの数を従来の７枚から６枚に減らすことができる。
　上述した本発明の第３実施形態によると、反射透過複合型液晶表示装置において、透明
電極をＩＴＯの代わりにＩＺＯで形成することにより、透明電極と反射電極間の界面特性
を向上させ、工程を単純化させることができる。かつ、保護膜を有機絶縁膜の単一層で形
成して透明電極の縁端をゲート配線及びデータ配線と重畳させた後、前記重畳された領域
の付近に反射電極を残すことにより、十分な透過のための開口率を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】従来の反射型液晶表示装置用薄膜トランジスターの平面図である。
【図２】従来の他の方法による薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明するため
の断面図である。
【図３】従来の他の方法による薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明するため
の断面図である。
【図４】従来の他の方法による薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明するため
の断面図である。
【図５】従来の他の方法による薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明するため
の断面図である。
【図６】従来の他の方法による薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明するため
の断面図である。
【図７】従来の他の方法による薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明するため
の断面図である。
【図８】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明す
るための断面図である。
【図９】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明す
るための断面図である。
【図１０】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図１１】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図１２】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図１３】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図１４】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図１５】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図１６】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図１７】本発明の第１実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図１８】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の平面図である。
【図１９】図１８のＣ－Ｃ′線による反射型液晶表示装置用薄膜トランジスターの断面図
である。
【図２０】図１８のＤ－Ｄ′線による反射型液晶表示装置用薄膜トランジスターの断面図
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である。
【図２１】図１８のＥ－Ｅ′線による反射型液晶表示装置用薄膜トランジスターの断面図
である。
【図２２】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための平面図である。
【図２３】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図２２の１２ｂ－１２ｂ′の断面図である。
【図２４】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図２２の１２ｃ－１２ｃ′の断面図である。
【図２５】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための平面図である。
【図２６】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図２５の１３ｂ－１３ｂ′の断面図である。
【図２７】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図２５の１３ｃ－１３ｃ′の断面図である。
【図２８】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための平面図である。
【図２９】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図２８の１４ｂ－１４ｂ′の断面図である。
【図３０】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図２８の１４ｃ－１４ｃ′の断面図である。
【図３１】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図２８の１４ｂ－１４ｂ′の断面図である。
【図３２】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図２８の１４ｃ－１４ｃ′の断面図である。
【図３３】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための平面図である。
【図３４】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図３３の１６ｂ－１６ｂ′の断面図である。
【図３５】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図３３の１６ｃ－１６ｃ′の断面図である。
【図３６】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図３３の１６ｂ－１６ｂ′の断面図である。
【図３７】本発明の第１実施形態が適用される反射型液晶表示装置用薄膜トランジスター
の製造方法を説明するための図３３の１６ｃ－１６ｃ′の断面図である。
【図３８】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図３９】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図４０】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図４１】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図４２】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図４３】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図４４】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図４５】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
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【図４６】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図４７】本発明の第２実施形態に従う薄膜トランジスターのビアホール形成方法を説明
するための断面図である。
【図４８】本発明の第３実施形態に従う反射透過型液晶表示装置薄膜トランジスターの平
面図である。
【図４９】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＧ－Ｇ′の断面図である。
【図５０】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＨ－Ｈ′の断面図である。
【図５１】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＬ－Ｌ′の断面図である。
【図５２】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＧ－Ｇ′の断面図である。
【図５３】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＨ－Ｈ′の断面図である。
【図５４】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＬ－Ｌ′の断面図である。
【図５５】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＧ－Ｇ′の断面図である。
【図５６】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＨ－Ｈ′の断面図である。
【図５７】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＬ－Ｌ′の断面図である。
【図５８】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＧ－Ｇ′の断面図である。
【図５９】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＨ－Ｈ′の断面図である。
【図６０】本発明の第３実施形態に従う液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための図４８のＬ－Ｌ′の断面図である。
【符号の説明】
【００８３】
１０１、３０１　　ゲートライン
５４、１０６、３０６　ゲート絶縁膜
１０８、３０８　　アクティブパターン
１０３、３０３　　ゲートパッド
１０４　　データパッド
１１０、３１０　　データ配線
５６、１１２、３１２　　ソース電極
５８、１１４、３１４　　有機保護膜パターン
１２２　　ブリッジ電極
１１６、１１７、１１９、２１０、２１１、３１７　　ビアホール
３３０　　画素電極
１２１、３３２　　パッド電極
３２０　　透明電極層
３２２　　反射電極層
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种用于液晶显示器的薄膜晶体管，其能够通过将
保护膜形成为单层来减少光掩模的数量。 ŽSOLUTION：在基板50上形
成栅极布线52，栅极绝缘膜54和有机钝化膜图案58c。在栅极绝缘膜54
上形成的第二通孔61和有机钝化膜图案58c形成在栅极上。第二通孔61
形成为使得栅极绝缘膜54比第二通孔的基极边缘处的有机钝化膜图案58c
突出得更多。在有机钝化膜图案58c的下部去除未刻板，并且在第二通孔
61上形成焊盘电极64.将钝化膜形成为栅极绝缘膜的单层，并且去除底
切。钝化膜的下部，以防止钝化膜的阶梯式涂敷缺陷。 Ž
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